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１．概要（Summary）
シリコンウエハーを用いたサブミリ波帯 (300

GHz-3000 GHz)の高効率アンテナにおいて，ウェハ

ー表面に施す金メッキプロセスが高い導電率特性を

実現するための条件を明らかにすることとした。

300 GHz 帯での試作を行ったが，利得の実験値が所

望値に比べ約 3 dB 低い。その原因の 1 つとして，金

メッキの導電率が低いことが考えられる。原因究明の

第一段階として，20 GHz 帯で，金膜をメッキとスパ

ッタで形成し導電率を測定して比較することとした。

そのための共振器構造の基礎検討を行った。

２．実験（Experimental）
メッキによる金膜形成での利用装置と実験方法は下記

のとおりである。スパッタによる形成方法については今後

検討する予定である。

【利用装置】

精密メッキ装置，電子ビーム蒸着装置

【実験方法】

アンテナならびに共振器のパターンをエッチング

した 5 枚のシリコンウェハ(厚さ 0.2 mm，直径 4 イン

チ)に，前処理のあと下地としてクロム電子ビーム蒸

着および無電解ニッケルメッキを施した。その後，電

気めっきで金メッキを厚さ 0.6 m 形成した。その際

の浴温は 65 度，5 mA/cm2の電流を 10 分間流した。

３．結果と考察（Results and Discussion）
共振器構造としてパッチアンテナを検討した。誘電体

の比誘電率は 3.2，誘電正接は 0.003，大きさは 20 mm
四方，厚さは 0.3 mm とした。パッチアンテナの大きさは

5.18×4.67 mm とする。パッチアンテナと給電用マイクロ

ストリップ線路は厚さ 0.2 mm の金属板で構成し，金属板

の表面に金膜を形成することとした。Fig. 1 に金膜の等価

導電率の値を 1.16×106～5.80×107 S/m の範囲で変化

させた場合の反射の周波数特性の計算値を示す。導電

率の変化により反射の最小値は変化するものの，反射-10
dB 以下の帯域はほとんど変わらないことが分かった。今

後，導電率変化に対してより周波数特性が大きく変化する

共振器構造を検討する。

Fig. 1. Frequency dependence of reflection
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